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KTN（KTa1-xNbxO3）結晶を用いた電気光学（EO）光偏向器は他の機械的な光偏向器に比べ高速動

作が可能であり、近年KTN結晶内への電子注入及びそれに伴う屈折率分布を利用した光偏向器により

350kHzの高速動作が実現されている[1]。しかし更なる高速動作時には、消費電力増大に伴う発熱によ

りKTNの温度が上昇し、比誘電率が低下し偏向角が減少してしまうという問題を抱えていた[2]。この

ため、従来のバルク型と比較し光路長当たりのKTN体積を削減しキャパシタンスを低減することで発

熱量の削減を可能とする新構造KTN平面光偏向器を提案し、直流電圧を印加した際の偏向動作の実証

に成功したことを報告した[3]。本稿では 100kHz以上の高周波領域においてバルク型及び平面型の偏向

器により偏向角を測定し、平面型の偏向角高周波特性向上を確認したのでその内容について報告する。 

 電極間距離 1mm、結晶長 4mm のバルク型及び平面型の偏向器を用いて、周波数 100kHz～450kHz

の範囲について偏向角を測定した。平面型の評価系では、100μm の KTN にビームを入射するため偏向

と垂直方向のみシリンドリカルレンズでビームを集光している。温度制御により誘電率を 11,800 とし

た際のキャパシタンスはバルク型と平面型でそれぞれ 1.33nF、40pF であった。±400V の直流電圧を

10秒ずつ印加し電荷を注入した後、DCバイアス 200V、振幅 200Vの交流電圧を印加した。周波数100kHz

～450kHz の範囲において波長 1µm のレーザ光を用いて測定したバルク型および平面型の偏向角を図

２に示す。温度制御によりKTNの温度上昇が抑えられている 100kHzで測定した偏向角 16mradに対し、

平面型の 450kHz での偏向角は 11mrad を達成し減衰は 32％であった。しかしバルク型の偏向角は 61％

減衰し 6mrad となり、偏向角の減少が平面型と比べ顕著であった。これは平面型においてキャパシタ

ンス低減により発熱量が削減されたため、KTN の比誘電率低下をバルク型に比べ抑制できたためと考

えられる。本評価から、平面型による発熱量削減により偏向角の高周波特性の向上を確認することが

できた。 
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図１ バルク型 KTN 光偏向器(左)と KTN 平面光偏向器(右)偏向評価系       図２ 各周波数における偏向角 
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